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【はじめに】多結晶 Si 太陽電池中の Fe 不純物は，

発電効率低下の大きな要因と考えられている．本

研究では，異なるフェルミ準位を有するシリコン

ウェーハに室温で 57
Fe を拡散させ，メスバウア・ス

ペクトルを測定し，鉄の不純物準位との関連を検討

した． 

【実験】メスバウア分光を行った試料は，(a) 意

図的な欠陥をもつ Si [1]，(b) 低ドープ p-Si，(c)・(d) 

外部電圧を印加した Al ショットキー電極/p-Si [2]，

(e) 多結晶 Si太陽電池[3]，高ドープ単結晶 p-Si [4]

である．Fe 故意汚染のために，Si 表面に 57
Fe を約

2 nm 真空蒸着した．試料には熱処理を行わず，

室温で Si 中に Fe を拡散させた後，室温でメスバ

ウア分光測定を行った． 

【結果・考察】図 1 は，測定されたメスバウア・

スペクトルを示す．それぞれの成分の位置が 57
Fe

核位置の電荷密度に，面積がそれぞれの状態の

57
Fe 不純物の個数に対応する．各成分は，これま

での実験と理論計算から，中性の置換格子 Fe(緑)

と中性(黄)，1 価(赤)，2 価(茶)の格子間 Fe に同定

できる．(a)の意図的な欠陥をもつ Siでは，(b)の低

ドープ p-Siとは異なり，1価の格子間 Fe成分が多く

見られた．中性と 1 価の格子間 Fe の存在比を，

格子間 Fe の準位とフェルミ準位の位置関係から

電子の占有確率を使って考えると，低~中ドープ

の p-Si での中性と 1 価の格子間 Fe の存在比を説

明できた．一方，高ドープ p-Si や多結晶 Si では，

さらに，FeB ペアや格子欠陥の影響が存在する． 

 

Fig. 1 Mössbauer spectra for a 57Fe contaminated (a) Si 

containing D-defect [1], (b) FZ-Si, Al/p-Si under external 

voltage [2]: (c) thermal equilibrium and (d) reverse bias. (e) 

pm-junction multicrystalline Si [3]. 
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